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Elektronika przyrzadow potprzewodnikowych

Laboratorium nr 10
Stabilizacja termiczna punktu pracy tranzystora bipolarnego

Zagadnienia obowigzujgce na kartkéwce

Wptyw temperatury na dziatanie tranzystora bipolarnego.

Wspotczynniki stabilizacji pradu kolektora.

Uktad polaryzacji statym pradem bazy — schemat, zasada dziatania, parametry.

Ukfad polaryzacji statym pragdem emitera — schemat, zasada dziatania, parametry.

Uktad polaryzacji w petli napieciowego sprzezenia zwrotnego — schemat, zasada dziafania,
parametry.

Uktad polaryzacji z potencjometrycznym obwodem zasilania obwodu bazy (tzw. mieszany) —schemat,
zasada dziatania, parametry.

Zadania obliczeniowe zwigzane z programem zajec.
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Zadania do wykonania podczas zajec
1. Badanie stabilnosci termicznej tranzystora bipolarnego polaryzowanego statym pragdem bazy

Zaprojektowac uktad polaryzacji tranzystora bipolarnego statym prgdem bazy (rys. 1.) na podstawie
otrzymanych zatozen projektowych. Ustawié¢ wartos¢ Uss tak, aby otrzymac zadane Uce* oraz Ic* dla T = 30°C.
Zmierzy¢ warto$¢ Uge* oraz Ig* dla T = 30°C. Zaproponowac uktad pomiarowy, umozliwiajgcy pomiar punktu
pracy tranzystora bipolarnego. Zbadaé stabilnos¢ punktu pracy tranzystora bipolarnego dla
zaprojektowanego uktadu w zakresie zmian temperatury pracy T = 30-60°C ze zmiang co 5°C. Wyniki zapisa¢
w tabeli pomiarowe;j.
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Rys. 1. Schemat ukfadu polaryzacji tranzystora bipolarnego NPN statym pradem bazy
2. Badanie stabilno$ci termicznej tranzystora bipolarnego polaryzowanego statym pragdem emitera

Zaprojektowac uktad polaryzacji tranzystora bipolarnego statym pradem emitera (rys. 2.) na
podstawie otrzymanych zatozen projektowych. Zaproponowaé uktad pomiarowy, umozliwiajgcy pomiar
punktu pracy tranzystora bipolarnego. Zbadac¢ stabilno$é punktu pracy tranzystora bipolarnego dla
zaprojektowanego uktadu w zakresie zmian temperatury pracy T = 30-60°C ze zmiang co 5°C. Wyniki zapisa¢
w tabeli pomiarowe;j.
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Rys. 2. Schemat ukfadu polaryzacji tranzystora bipolarnego NPN statym pradem emitera

3. Badanie stabilno$ci termicznej tranzystora bipolarnego polaryzowanego w petli napieciowego
sprzezenia zwrotnego

Zaprojektowac uktad polaryzacji tranzystora bipolarnego w petli napieciowego sprzezenia zwrotnego
(rys. 3.) na podstawie otrzymanych zatozen projektowych. Zaproponowaé uktad pomiarowy, umozliwiajgcy
pomiar punktu pracy tranzystora bipolarnego. Zbada¢ stabilnos¢ punktu pracy tranzystora bipolarnego dla
zaprojektowanego uktadu w zakresie zmian temperatury pracy T = 30-60°C ze zmiang co 5°C. Wyniki zapisa¢
w tabeli pomiarowe;j.
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Rys. 3. Schemat ukfadu polaryzacji tranzystora bipolarnego NPN w petli napieciowego sprzezenia
zwrotnego
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4. Badanie stabilnosci termicznej tranzystora bipolarnego polaryzowanego w uktfadzie polaryzacji
mieszanej

Zaprojektowa¢ uktad polaryzacji mieszanej tranzystora bipolarnego (rys. 4.) na podstawie
otrzymanych zatozen projektowych. Zaproponowac uktad pomiarowy, umozliwiajgcy pomiar punktu pracy
tranzystora bipolarnego. Zbadaé stabilnos¢ punktu pracy tranzystora bipolarnego dla zaprojektowanego
uktadu w zakresie zmian temperatury pracy T = 30-60°C ze zmiang co 5°C. Wyniki zapisa¢ w tabeli
pomiarowej.
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Rys. 4. Schemat uktadu polaryzacji tranzystora bipolarnego NPN w uktadzie mieszanym
5. Analiza uzyskanych wynikéw pomiarowych wraz z wnioskami

Obliczy¢ temperaturowe wspodtczynniki zmian prgdu kolektora (/c) oraz napiecia kolektor-emiter (Uce)
tranzystora bipolarnego dla zaprojektowanych uktadow stabilizacji punktu pracy. Przygotowac¢ wykresy
zmierzonych zaleznosci Ic = f(T) oraz Uce = f(T). Poréwnac zaprojektowane uktady stabilizacji punktu pracy
oraz zapisac wnioski.




